RESUME
     Le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) en couche mince est un matériau intéressant pour de nombreuses applications telles que les cellules solaires.  Notre travail rentre dans le cadre de la caractérisation de structures à base de a-Si:H où il est déposé par la technique de pulvérisation DC magnétron sur des substrats de Silicium monocristallin dopé N+. La structure étudiée est le dispositif Au/a-Si : H/c-Si (N+).  Trois séries d'échantillons sont étudiées. Elles différent par leurs conditions de dépôt (différentes pressions d'hydrogène, différentes polarisations du porte-substrats et différentes concentration du bore). Leur étude comporte deux parties : - Leur caractérisation par la méthode I-V-T. - L'étude de l'effet de différents recuits thermiques sur ces dispositifs. Cette étude nous aura montré que :  Le recuit peut être favorable ou défavorable selon les conditions d'application et les conditions de préparation des dispositifs. Les éventuelles modifications apparaissant suite au recuit sont irréversibles. Elle nous aura aussi permis de dégager des conditions de préparation des chantillons avant toute caractérisation afin de définir un état de référence du dispositif permettant une reproductibilité des mesures effectuées sur ce matériau désordonné donc métastable.
